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PLANS 2020 P" attistibas fonds

IEGULDIJUMS TAVA NAKOTNE

Projekta nosaukums: «Daudzslanu silicija nanokondensators ar uzlabotiem dielektriskiem
slaniem»

Vienosanas par projekta istenosanu numurs: 1.1.1.1/16/A/203
RTU PVS ID: 2601

Projekta istenotajs: Rigas Tehniskas universitates Masinzinibu, transporta un
aeronautikas fakultates Biomedicinas inzenierzinatnu un nanotehnologiju institats
Projekta administrétajs: Rigas Tehniskas universitates Projektu parvaldibas
departamenta Projektu istenoSanas un uzraudzibas nodala

Partneri:
e Latvijas Universitate
e Pusvaditaju iericu rapnica AS “ALFA RPAR”

Darbibas programma un pasakums: Darbibas programmas "Izaugsme un nodarbinatiba"
1.1.1. specifiska atbalsta mérka "Palielinat Latvijas zinatnisko institliciju pétniecisko un
inovativo kapacitati un spé&ju piesaistit aréjo finanséjumu, ieguldot cilvékresursos un
infrastruktdra" 1.1.1.1. pasakuma "Praktiskas ievirzes pétijumi" 1.karta

Projekta istenosanas periods: 01.03.2017.-29.02.2020. (36 ménesi)

Projekta finanséjums: 648 605,05 EUR, tai skaita 551 314.29 EUR ERAF finans€jums un
48 645,38 EUR valsts budzeta finanséjums

Projekta meérkis: apvienot specialistus no industrijas un zinatnes kopiga pétijuma
veikSanai un, ieglstot jaunas zinasanas, izstradat nanokondensatora dielektrisko slanu
izgatavosanas tehnologiju, kas ir inovativa un samazina nanokondensatora razZosanas
izmaksas, lai rezultata palielinatu Latvijas ekonomikas zinasSanietilpibu, konkurétsp&ju un
veicinat Latvijas ekonomikas ilgtspé&jigu attistibu.

Projekta kopsavilkums. Nanokondensatoru (NC) razoSanas tirgus strauji attistas un
uzturés savu attistibas tempu vismaz nakamus 10 gadus. Pieaug pieprasijums péc termiski
stabiliem un noturigiem pret starojumu NC. NC izgatavoSanai plasi izmanto uz silicija
balstitas tehnologijas. Latvijas razotaju ienaksana NC raZosanas tirgd var palielinat Latvijas
ekonomikas apgrozijumu par vismaz 0.23-10 MEUR katras 3-4 nedélas. NC dielektrisko slani
visbiezak ieglst, saliekot kopa vairakus Si3N4 (N) nanoslanus, un ieskauj tos no abam
pusém ar SiO2 (0), iegistot ON...NO struktdru. N...N slanus ieglst vairakos tehnologiskos
reaktoros. NC razoSanas izmaksas var samazinat, iegistot N..N slanus viena reaktora.
Tiks 1stenots nesaimniecisks sadarbibas projekts, kura ietvaros tiks veikts ripniecisks
pétijums ar darbibam:

1. NC un ON..NO paraugu izgatavosana ar viena reaktora sintezétiem N...N slaniem;

2. N..N, ON...NO un NC Tpasibu raksturosana, t.sk. péc apstarosanas un karsésanas;

3. NC ar N..N slaniem izgatavosanas tehnologijas prototipa veidoSana laboratorijas

vide.

Projekts atbilst fizikalo zinatnu (1.3.), materialzinatnu (2.5.) un nanotehnologijas (10.2)
nozarém. Projekta mérka grupa ir zinatniskas institlcijas, zinatnieki, doktoranti,
komersanti.

Sagaidamais rezultats
1. rezultatu izplatiSana zinatnisko publikaciju veida, konferencés, seminaros;
2. laboratorijas vidé izveidots NC izgatavosanas tehnologijas prototips;
3. patenta pieteikums par N...N slana iegtsanas metodi.

Projekta TstenosSanas vieta: Paula Valdena iela 1, Riga
Projekta zinatniskais vaditajs: profesors, Dr.habil.phys. Jurijs Dehtjars
Projekta administrativais vaditajs: Marija Nikipelova
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